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1 経緯 

 半導体デバイスを対象とした故障解析の手順と関連用語の内容を手短に，かつ，的確に理解するための

用語集として作成した。用語の選定・審議は故障解析技術ワーキンググループ（WG）の委員が主体になっ

て行った。 

 故障解析 WG は，元は JEITA/STRJ（半導体技術ロードマップ専門委員会）の傘下で活動を行っていた。

主な役割は，故障解析のロードマップを作成するために専門家を招いて，最新の故障解析技術に関する討

議を行うことであった。 

 ITRS（国際半導体技術ロードマップ）の終了とともに，STRJ の活動も 2016 年 3 月に終了し，2016 年 4 月

からは故障解析 WG は JEITA／半導体信頼性技術委員会の傘下に入ることになった。 

 半導体信頼性技術委員会の傘下に入ることにより故障解析 WG の役割はロードマップの作成から標準の

作成に変化し，最新の故障解析技術の討議と故障解析用語集の作成を 2 本の柱として活動することになっ

た。 

2021 年 11 月 19 日には，その活動の成果の一端として『半導体故障解析手順と用語集（第１版）』を発

行した。そこでは物理故障解析以外の故障解析手順と主要な故障解析用語 19 語を選定して解説した。 

 今回の「半導体故障解析手順と用語集（第１版）追補版」では，物理故障解析の故障解析手順と主要な

故障解析用語 27 語を選定して解説した。 

 なお，節の番号は元の版に繋げて番号採りをした。 

 

2 適用範囲 

 半導体デバイスを対象とした故障解析技術に適用する。 

 

3 故障解析手順 

PFA（Physical Failure Analysis：物理的不良解析）手順 

半導体デバイスの電気的不良解析（EFA）[1]が不良モード及び不良発生箇所を特定するのに対し，物理

的不良解析（PFA）は不良箇所で生じている欠陥を観察/測定/元素分析し，物理的な不良原因及び発生メカ

ニズムを特定する手法である。物理的不良解析結果から導かれる不良原因を設計部門や製品製造ラインへ

フィードバックすることで製品開発スピード向上，開発/生産コスト低減，量産立上，歩留まり向上，品質・

信頼性の改善，さらには顧客満足度向上に寄与することができる。 

物理的不良解析フローを図 1[2]に示す。 

物理的不良解析は破壊解析であり，後戻りできない手法である。電気的不良解析を行った後に実施する

必要がある。 
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